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【はじめに】a-Si:H薄膜では、低エネルギー領域の光吸収から欠陥評価が可能である。CIGSなどの化合

物薄膜でも、光吸収評価から欠陥評価ができる可能性がある。しかし、CIGSなど化合物薄膜太陽電池

では Mo上に化合物薄膜を堆積させるため、実際に太陽電池に用いられる化合物薄膜の光吸収評価は容

易ではない。フーリエ変換光電流分光（FTPS）法は、低エネルギー領域の光吸収評価法の一つで、Si系

薄膜太陽電池ではセル構造で光電変換層の光吸収評価が可能な評価法である。そこで、本研究では、

FTPS法を用いて、セル構造にて化合物薄膜太陽電池の光吸収評価

を試みた。 

【実験】 評価に用いた化合物薄膜太陽電池は、CIGS、AIGSおよ

び CZTS太陽電池である。光吸収評価は、FTPS法を用いて、セル

構造にて行った。 

【結果・考察】図 1に CIGS、CZTSおよび AIGS太陽電池の光吸収

スペクトルを示す。図 1より、CIGS、CZTS、AIGS太陽電池の光吸

収スペクトルにおいて、バンドギャップエネルギーの違いに対応す

る違いが確認できる。また、いずれのスペクトルにおいても、指数

関数裾の存在が確認できる。指数関数裾にフィッティングを行い、

アーバックエネルギーEuを求めた。図 2に、F.F.と Euの相関性を示

す。図 2より、CIGS、CZTS、AIGSの順に Euが大きく、Euの増加

に対して F.F.が減少する傾向があることが分かる。Euは格子乱れに

関係したパラメータである。したがって、格子乱れが化合物薄膜

の電気的特性に影響を与え、それが太陽電池の発電特性を低下さ

せている可能性があると考えられる。 

以上の結果は、化合物薄膜太陽電池において、FTPS法を用いた

光吸収評価による光電変換層の欠陥評価が可能である可能性を示

していると考えられる。 

【謝辞】本研究の一部は、NEDOの支援を受けて実施されたもので

ある。 

 

 

 

 

Fig.2 Variation of F.F. as a function of 

Urbach energy Eu.  
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Fig.1 Optical absorption spectra of 
CIGS, CZTS, and AIGS cells. 

第63回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2016 東京工業大学 大岡山キャンパス)20p-P14-20 

© 2016年 応用物理学会 11-305

mailto:u3124021@edu.gifu-u.ac.jp

